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【57】申請專利範圍
1.　一種發光二極體，包括：一基板；一第一中介層，位於該基板上；一二維材料結構，位
於該第一中介層上，該二維材料結構係以複數二維材料層堆疊而成，且該複數二維材料

層之層數不小於 2；一第二中介層，位於該二維材料結構上；以及至少一組合結構，位
於該二維材料結構及該第二中介層之間，各該組合結構包括：一附加中介層；以及一附

加二維材料結構，形成於該附加中介層上，該附加二維材料結構係以複數附加二維材料

層堆疊而成，且該複數附加二維材料層之層數不小於該複數二維材料層之層數；其中藉

由該二維材料結構發出具有一特定波長之光線，藉由該附加二維材料結構發出具有一附

加特定波長之光線，且該附加特定波長不小於該特定波長。

2.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該至少一組合結構為複數時，該至少一組合結構中
之任一目標組合結構之該附加二維材料結構之該附加二維材料層之層數不大於堆疊於該

目標組合結構上之一相鄰組合結構之該附加二維材料結構之該附加二維材料層之層數。

3.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該複數附加二維材料層之層數不大於 50。
4.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該複數二維材料層及該複數附加二維材料層以相同
之二維材料所構成。

5.　如請求項 4所述之發光二極體，其中各該二維材料層之材料係選自於二硫化鉬、二硫化
鎢、二硒化鉬及二硒化鎢所組成之群組。

6.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該第一中介層及該第二中介層係以氮化銦鎵或氮化
鋁銦鎵所構成。

7.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該基板係以氮化鎵材料或藍寶石材料所構成。
8.　如請求項 1所述之發光二極體，更包括一緩衝層，該緩衝層位於該基板及該第一中介層
之間，且該緩衝層係以單一層之二維材料所構成。

9.　如請求項 1所述之發光二極體，其中該特定波長介於 670nm至 1630nm之間。
圖式簡單說明

圖 1為本發明之發光二極體之第一實施例之示意圖。
圖 2為本發明之發光二極體之第二實施例之示意圖。
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圖 3為本發明之發光二極體之第三實施例之示意圖。
圖 4為本發明之發光二極體之第四實施例之示意圖。
圖 5為本發明之發光二極體之第五實施例之示意圖。
圖 6為本發明之發光二極體之第六實施例之示意圖。
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